Du transistor MOS aux fonctions logiques
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Constitution : (Métal — Oxyde — Semi-conducteur)
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Substrat relié a la Source ou a VSS (masse) Substrat relié a la source ou VDD

Symboles

Principe de fonctionnement

La grille polarisée positivement par rapport au substrat  La grille polarisée négativement par rapport au substrat

permet de créer un canal de charges négatives entre permet de créer un canal de charges positives entre
drain et source. drain et source.
Caractéristiques :
ID
Zone résistive Zone linéaire
VGS VT VDS

Canal N : VGS, VT, ID (courant drain source) et VDS positifs
Canal P : VGS, VT, ID (courant drain source) et VDS négatifs
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Mise en ceuvre dans les circuits numériques :

Réalisation d’'un inverseur CMOS:
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Interrupteur analogique bidirectionnel
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Réalisation d’un inverseur NMOS

VDD
H o .
»e; équivalent a
ouT ouT
équivalent a B—{>Oe
| /E

i

3

Le transistor du haut est fabriqué de maniére a obtenir une résistance rdson élevée.



Réalisation d'une fonction NON OU (NOR)

Réalisation d'une fonction NON ET (NAND)
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Réalisation d'un BUFFER , sortie 3 états (0,1,HZ)
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Pattes des PORTA et PORTB du yP PIC16F877

FIGURE 3-1: BLOCK DIAGRAM OF
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Note 1: I/O pins have protection diodes to Voo and Vss.

FIGURE 3-2: BLOCK DIAGRAM OF
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Nete 1: 1/O pin has protection diodes to Vss only.

FIGURE 3-3: BLOCK DIAGRAM OF
RB3:RB0 PINS
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Note 1: /O pins have diode protection to VoD and Vss.
2: To enable weak pull-ups, set the appropriate TRIS
bit(s) and clear the RBPU bit (OPTION_REG<7>).




